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본  산 가돌리늄 연막   에  것 , 욱 상 게  연 특  

산 가돌리늄에 (異種)  원  가  첨가  연 특  층 강 고 특   트럼

 나타내는 연막에  것 ,  러  연막  비진공 식   식  여 는 

에  것 다.     본  산 가돌리늄 연막  막  트랜지  연막 등  게 

 , 본 에  시 는  진공 착 식  아닌   사   

   개 에  가능 다.
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특허청  

청  1 

폴리비닐 (polyvinylpyrrol, PVP); 

1 : 0.01 ~ 0.1 몰비  루고 는 가돌리늄과 (異種)  원 ;

 는 산 가돌리늄(Gd2O3) 연막.

 

청  2 

 1 에 어 , 상  (異種)  원 는 퓸(Eu), 븀(Tb)  리움(Ce) 에  택  란탄

 원  것  특징  는 산 가돌리늄 연막.

청  3 

삭

청  4 

 1 에 어 , 상  가돌리늄과 상  폴리비닐  몰비는 1 : 0.8 ~ 1.1  것  특징  는 산

가돌리늄 연막.

청  5 

가돌리늄 체  (異種)  원  체   매에 시   1 액  는 단계;

상   1 액에 폴리비닐 (PVP)과  첨가 고 시   2 액  는 단계;

도 에 상   2 액  는 단계;

상  도  열처리 여 막  는 단계;

 포 는 산 가돌리늄 연막  .

청  6 

 5 에 어 , 상  가돌리늄 체는 가돌리늄  포 는 산 , 아 트산염, 질산염  산염 에

택  1  상  것  특징  는 산 가돌리늄 연막  .

청  7 

 5 에 어 , 상     체는 퓸, 븀 는 리움  포 는 산 , 아 트산

염, 질산염  산염 에  택  1  상  것  특징  는 산 가돌리늄 연막  .

청  8 

 5 에 어 , 상  매는 C1 ~ C6  알   C2 ~ C8  알 시 알  에  택  단 매 는 

매  것  특징  는 산 가돌리늄 연막  .
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청  9 

 5 에 어 , 상   도  1000 ~ 4000 rpm  시키  는 것  특징  는

산 가돌리늄 연막  .

청  10 

 5 에 어 , 상  열처리는 400 ~ 700℃에  는 것  특징  는 산 가돌리늄 연막  

.

  

   야

본  산 가돌리늄(Gd2O3) 연막   에  것 , 본  산 가돌리늄 연막  [0001]

체   원  는 (異種)   원  가   상 가 크고 특   

트럼  나타내 , 특  비진공 식에  연막  가 가능 므     재   가능

다.

 경  

근래   지   본격  진    에   심  가 므[0002]

평  에   역  매우 시 고 다.     특 , 러  능  에   

특  고   에  심도 가 고 다.       는 시각   

지  , 보 는 상  시 도  는 치 ,  , 상가 도우   고 , 동

차  시 , 사 실  보드(board)등  야에 폭 게   다.     라 , 에  가능  

 계  (Organic light emitting display)  동시키는 칭  경우에는 우  

 특 뿐만 아니라 가시  역에  과도가 본  다.     지 지  연 는 듐-주  산

(Indium tin oxide, ITO)   극, 산 아연(zinc oxide, ZnO), 듐-갈  산 (Indium gallium

oxide, IGO)   채 층에  루어  다.

압 동  연내압  우  트랜지    는 과도   우  산[0003]

 연막 개  다.      사 어  실리카(silica, SiO2)  경우에는 연내압 

과도가 매우 우 지만 상  낮  (ε=3.5)  나타내는 가 었다.     에 라 고

 가지는 란탄 계열  산  연막에  연 (J. Am. Chem. Soc., 2010, A. P. Milanov 등)가 진 었

, 본  가시  역에  과도  연내압 특  우  뿐 아니라, 실리카에 비 여 6 ∼ 7 

가   나타내는 것  보고 어 다.     , 민  공개특허  10-2007-0044930 에 는

늄란탄산 막   연막 , 민  공개특허  10-2010-0026423 에 는 란탄늄(La), 

(Dy), 칸듐(Sc), 트 (Y), 가돌리늄(Gd), 뮴(Nd), (Ce) 는 라 뮴산 막(Pr)  1

는 연막  안 고 다.

그러나, 상  들  막  트랜지  에 어 본   도체층, 도체층, 연체층 등[0004]

 복  다층  막  진공 식에 맞 어  어  란탄 계열  산  연막    원

층 착 (ALD), 상 착 (CVD) 등 진공 착  고 어 , 비  가 우 시 는 

근   ( 계 (organic  light  emitting  diode,  OLED),  액 (liquid

crystal display, LCD))   재 개 에  곤란   다.

라 ,   가지  역에  과도가 우 도 , 크  등  비진공 식  연막 [0005]

공 에  가능  연막 재  가 고 다.

 [0006]
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 내

결 는 과

에 본 들  상  같   결 고   결과, 가돌리늄(Gd)과 다   원  [0007]

는 연막  경우  고, 가시  역에  과도가 우 여 첨가    원 에  

는  트럼    , 폴리비닐 (polyvinylpyrrol, PVP)  첨가  누  낮

   알게 었고, 특  비진공 식  -겔 (  )  통  연막     알게

어 본  게 었다.

라 , 본   고 는    재   가능  연막    [0008]

연막  공에 그  다.

  [0009]

과  결 단

본  (異種)  원  폴리비닐 (polyvinylpyrrol, PVP)  는 산 가돌리늄(Gd2O3) [0010]

연막  특징  다.

 본  가돌리늄 체  (異種)  원  체   매에 시   1 액  [0011]

는 단계; 상   1 액에 폴리비닐 (PVP)과  첨가 고 시   2 액  는 단계; 도

에 상   2 액  는 단계; 상  도  열처리 여 막  는 단계;  포 는 산 가

돌리늄 연막   그 특징  다.

 과

본  산 가돌리늄 연막  상 가 고 누  낮   , 가시  역에  과도가 [0012]

아   원 에  는  트럼  는   재  게  가능 다.

   , 본  연막  란탄계 산  연막  도  진공 착 식  아닌

      재  개 에 게   다.

도  간단  

도 1  비  1( )  실시  1(우)에   연막   사진 다.(여  254 nm)[0013]

도 2는 실시  2에   연막  254nm 여 에   트럼  나타낸 것 다.

도 3  실시  2  비  1에   연막  주  변 에   상  변  나타낸 것 다.

도 4는 실시  2  비  2에   연막  PVP 첨가량에  누   특  나타낸 것 다.

 실시   체  내

에 는 본  욱 게 겠다.[0014]

본  (異種)  원  폴리비닐 (polyvinylpyrrol, PVP)  여 상 가 우 고 [0015]

특  나타내는 산 가돌리늄(Gd2O3) 연막에  것 다.

상  (異種)  원 는 체  원  사 는 퓸(Eu), 븀(Tb)  리움(Ce) 에[0016]

택  란탄  원  사   , 람직 는 퓸  사 는 것  다.     체  가돌리늄과

  원  몰비는 1 : 0.01 ~ 0.1 가 람직 , 몰비가 1 : 0.01 미만  상  개  과가

미미 고, 특  나타나지 않는 가   고,  1 : 0.1  과 는 경우 균  태

 막  얻   없고, 도 (concentration quenching)에   도 가   므  상

내  몰비  는 것  다.
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상  폴리비닐  연막  균 게 고 안  시키는 역  다.      폴리비닐  누[0017]

낮 는 과가 는 것  알  다.     폴리비닐  가돌리늄과 폴리비닐  몰비가 1 : 0.8 ~ 1.1

 도  첨가 는 것  , 폴리비닐  몰비가   누 가 가 여 연특  

는 가   고,    액  도가 커  시에 균  막  생 지 않는 

가   다.

 본  상  산 가돌리늄 연막  가돌리늄 체, (異種)  원  체  폴리비닐[0018]

(polyvinylpyrrol,  PVP)  는  액  사 여  -겔 (  )  는  에  

것 다.

상  가돌리늄  체  (異種)   원  체  매에  시   1  액  는[0019]

단계에 , 가돌리늄과   원  몰비가 1 : 0.01 ~ 0.1 가 도  가돌리늄 체    원

 체  매에 시킨다.     가돌리늄 체 는 가돌리늄  포 는 산 , 아 트산염, 질산

염   산염  에  택  1  상  사    람직 는  질산염  사 는  것  다.

 상  특  여 는   원  체 는 퓸, 븀 는 리움  포 는 산 ,

아 트산염, 질산염  산염 에  택  1  상  사   다.     상   매는 C1 ~ C6  알

 C2  ~  C8  알 시  알  에  택  단 매  는  매  사 는  것  ,  체 는

탄 , 에탄 , , 탄 , 헥산 , 2- 시 에탄   2- 시  에  택  단

매 는 매  사   , 람직 는 2- 시 에탄  사 는 것  다.      매

에 시키는 가돌리늄 체  도는 0.1 ~ 0.6 M  , 도가  낮  실  큰 가 

  고,   상 가 감  균  연막  는  가   다.

상   1 액에 폴리비닐 (PVP)과  첨가 고 시   2 액  는 단계에 , 폴리비닐[0020]

 가돌리늄과 폴리비닐  몰비가 1 : 0.8 ~ 1.1  도  첨가 , 후 폴리비닐   

시키    첨가 고 상 에   , 람직 는 20 ~ 30 시간동안 시킨다.

    첨가량  상  매 비 1/8 ~ 1/4  첨가 는 것  람직 다.

도 에 상   2 액  는 단계  다.      업   에  연막  [0021]

특  상시키고 균  막    연막  고  는 도   처리 는 것

람직 , 처리  는 경우 통상  UV-램  여 300 ~ 330 동안 처리 는 것  다.     

 공  는 경우 도  도는 1000 ~ 4000 rpm  는 것  람직 다.   도

가 1000 rpm 미만   균 도가 는 가   고, 4000 rpm  과  경우 는 막

 께가 얇아  재 에 가   다.

후 상  도  열처리 여 막  는 단계  다.     열처리 도는 400 ~ 700℃  람직[0022]

처리 시간  10 ~ 60  람직 다.     열처리 도가  낮거나 처리시간   짧  경우 산 가돌리

늄   치 않   ,  도가  거나 처리시간    경우 누 가

격  가 여 연특  는 가   므  상  도  시간  지 는 것  다.

본 에  산 가돌리늄 연막  상 가 고 누  감 시킬  , 가시  역에  과[0023]

도가 우 므  첨가    원 에  는  트럼  는   등  

게   다.     , 본  산 가돌리늄 연막  에  비진공 식   

식  여 연막    므   고 는    재 개 에  가

능 다.

 본  실시 에 거 여 욱 상  겠는 , 본  다  실시 에  는 것  아[0024]

니다.

[실시 ][0025]

실시  1[0026]

가돌리늄(Gd)  도가 0.5 M , 가돌리늄과 퓸(Eu)  몰비가 1:0.01  비가 도  가돌리늄 [0027]

체  가돌리늄 질산염과 퓸 체  퓸 질산염  평량 고 2- 시에탄  4 ml에 시   1 액
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 다.     상   1 액에 가돌리늄과 같  몰  폴리비닐 (PVP)  첨가 고  시키

  1 ml   첨가 여 상 에  24시간 동안 시   2 액  다.      아

 그리고 탄  차    UV-램  300  동안 사 여 처리  후, 3000 rpm  

시키  상   2 액  다.     후  2 액  도포   600℃에  40 간 열처리

여 Gd2O3 연막  다.

실시  2 ~ 3[0028]

상  실시  1과 동 게 실시 , 가돌리늄과 퓸  몰비가 1:0.05(실시  2), 1:0.1(실시  3)  도[0029]

가돌리늄 체  퓸 체  평량 여 실시 다.

비  1[0030]

상  실시  1과 동 게 실시 , 퓸  첨가 지 않고 Gd2O3 연막  다.[0031]

비  2[0032]

상  실시  1과 동 게 실시 , 폴리비닐  첨가 지 않고  1 액   여 Gd2O3[0033]

연막  다.

측 시험[0034]

시험  1 : 상 도  상  측[0035]

상  실시  1 ~ 3  비  1에   연막  254 ㎚  여  에 지원    상 도  [0036]

상  측 다.     상  도는 PSI社  UV2501  사 여 가  낮  도값  나타내는 가돌리늄(Gd)

과 퓸(Eu)  몰비가 1:0.01  실시  1에   연막  도  100  여, 254 nm 여 건에  측

 강도  비  여 나타내었다.     상 는 연막  주 에  량  량

측 치(Agilent社, 4294A)  사 여 측 고,  상 값  계산 다.     측 결과는 도 1,

도 2  다   1에 나타내었다.

 1

[0037] 상 도

(여  254 nm)

주 에  상

1,000 Hz 10,000 Hz 100,000 Hz

비  1 없 18.8 18.1 13.1

실시  1 100 15.0 15.0 13.4

실시  2 120 22.1 21.7 19.8

실시  3 130 15.0 15.8 13.9

(異種)  원  퓸  지 않  비  1에   연막  도 1에  보 는  같[0038]

 특  나타내지 아니 나, 퓸  가   산 가돌리늄 연막  도 1  도 2에  보 는

 같  특   트럼  시키므     가능    다.     , 상

 1에  나타낸  같  본 에  실시  1 ~ 3 에   연막  든 주  역에  안

상  나타내었다.     상   1에  보 듯  첨가 는 퓸  양  연막  상 에 상당  

 주는 것  알  는 , 가돌리늄과 퓸  몰비가 1:0.05  실시  2에   연막에  가  

상  상승 과  나타내었다.     실시  3에   연막  경우, 퓸  첨가량  가 에 라

 도는 가 나, 상 는 감 다.
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시험  2 : 누  측[0039]

상  실시  2  비  2에   연막  누  Agilent社  E5272A  사 여 측 고 그[0040]

결과  도 4에 나타내었다.

도 4  결과에  보 듯  폴리비닐 (PVP)  첨가  실시  2 에   연막  경우 0.6 MV/cm [0041]

 역에  폴리비닐  지 않  비  2에   연막보다  우  누  특  보

 알  다.     는 폴리비닐  연막   균 고 안  시   공  가능 게

 뿐만 아니라 연막  에도  미침  시  주는 결과 다.

결 , 본    원  폴리비닐   산 가돌리늄 연막    원  [0042]

가   상  상승 과   여 건에  특  나타내 , 낮  누 값  가

지므  도체  게 트 연막 등    , 특   진공 착  아닌  

식  가 가능 므     재에  가능    었다.
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